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1.

La presente invención se refiere a un dispositivo 
de prueba de un carácter testigo contenido en una memoria bo 
rrable compuesta de cálalas o elementos do almacenamiento de 
cargas eléctricas, estando dichas cálalas o elementos geográ 

5. ficamente distribuidos sobre un substrato en una organización 
matriz, y quedando cada célula en ol cruce de una linea y de 
una columna de la matriz.

Las memorias de almacenamiento de cargas elóctri—  
cas se utilizan mucho para moaorisar informaciones codifíca­

lo* das bajo forma binaria, o se almacena el elemento de informa 
cién (bit de información: "bit" = binary digtt (dígito bina­
rio) en la memoria, bajo la forma de una carga eléctrica o,.
El bit de información puede presentar dos valores binarios 0 
ó 1, valores que corresponden a una carga eléctrica nula c - 

15. diferente de cero.
Estos tipos de memorias so realizan principalmente 

con ayuda de dos tipos de tecnología, una tecnología M%fS - - 
(abreviación del término anglosajón "Setal 0:¡ydc Semiconduc­
tor* (Semiconductor de Oxido Metálico), y una tecnología KP%ís 

20. (abreviación del término anglosajón "Metal Nitride Oxyde Se­
miconductor" (Semiconductor de Oxido do Kitruro Metálico).

Una memoria realizada en tecnología t#3 tiene tieg 
pos de acceso de 450 a 1200 ms y tiempos de anulación del or 
den de 1 ps, mientras que la realizada en tecnología HN%S —  

25. tiene tiempos de exceso de 1 ps y tiempos de anulación del -
orden de 1 a 100 ms. Lo que diferencia mucho estos do3 tipos 
de realización es el hecho de que una memoria M%S dinámica - 
puede conservar una información durante un tiempo próximo a 
1 ms, mientras que una memoria en tecnología MN%S puede con- 

30* servarla durante años. Por el contrario presentan ambas el -



inconveniente de ser eensiblea a cierto número de perturba—  
oiones fisiona exteriores# Por ejeaplo, la exposición de ca­
tas memorias a radiaciones electromagnéticas como las ultra­
violeta puede modificar la magnitud eléctrica de laa cargas 
repartidas en la memoria y por ende modificar las informado 
nos almacenadas# Asimismo, accesos repetidos pueden hacer —  
disminuir progresivamente las o entidades de electricidad al­
macenadas en cada una de estas memorias. Finalmente, defec­
tos de regulación del generador de corriente y de tensión —  
que alimenta los circuitos de estas memorias pueden también 
perturbar y modificar las informaciones que so memorias asi. 
Se puede igualmente citar un envejecimiento prematuro que —  
afecte a la permanencia do laa informaciones. Ratos inoonvâ  
ni entes son, pues, nefastos para la integridad y seguridad - 
de las informaciones asi memorisadas.

Naturalmente, se pueden utilizar varios dispodti- 
vos para conservar la integridad de laa informaciones momor̂  
sadas, disponiéndose, por ejeaplo, pantallas que absorban —  
las radiaciones nefaataa, oreando dolos de regeneración de 
las cargas almacenadas o en proseada Ae los dispositivos de 
cortocircuito de alimantadón, ouando ésta se debilito# pose 
a la calidad de estoa dispodtivoa que hacen prácticamente - 
inalterables las informaciones contenidas en tales memorias, 
nunca se puede estar seguro de que una memoria no haya quedg 
do expuesta durante derto momento a una radiación, o de que 
no ae haya producido un fenómeno elóotrioc, que haya tenido 
como oonaaouenoia una alteración de laa informaciones anmori 
cadas#

la finalidad de la invención es la de prever un —  
dispositivo que permite regular c controlar que no ha habido



3*

modificaciones de las informaciones contenidas en la memoria 
por otras vías distintas a las permitidas por los circuitos 
que percáten el normal acceso a estas informaciones, y denun 
ciar una exploración indiscreta de la memoria,

5. SI dispositivo segón la invención podrá re clisarse
si la memoria posee un carácter testigo previamente registra 
3o, antes de la utilización normal do la memoria en una zona 
prevista a tal efecto, y si los circuitos de maniobra de la 
memoria se realizan de tal manera que sea sienpre posible —  

10* ana lectura del carácter testigo en esta zona, mientras que 
por el contrario, quede impedida la escritura de otras infor 
mociones en la misma.

B1 dispositivo segán la invención deberá, pues, —  
ser capaz de leer el carácter testigo en la zona de memoria 

13+ que le ha sido reservada y deberá verifioar que este carác­
ter testigo despuás del uso no ha sido alterado.

Así definido, el dispositivo segdn la invención es 
un dispositivo de test de unearácter testigo que tiene un eó 
digo binario previamente definido y previamente registrado - 

20. en una zona de memoria borrable de almacenamiento de cargas 
elóetrioas, estando dicha memoria asociada a medios de manió 
bra que permiten la lectura del carácter testigo en la zona 
que le está reservada y que Impiden la escritura de informa­
ción en la citada zona, caracterízáádcoe dicho dispositivo *- 

25. porque comprende un medio de comparación del carácter testi­
go leidc a partir de lea medios de maniobra, con el código ** 
binarlo previamente definido al efectuarse el registro del - 
carácter testigo en el interior da dicha memoria.

Si el carácter testigo tiene una mayor fragilidad 
30* que el reste de las demás zonas de la memoria, será detorio-
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rado antea que lea demás Informaciones contenidas en la mamo 
ria. Será ventajoso proceder sistemáticamente antea de cada 
lectura en la memoria a un test o prueba de las informacio­
nes que componen el carácter testigo para verificar que no - 

3. se ha sumergido la memoria en un medio hostil y aseguraras - 
de que las informaciones contenidas en la memoria pueden o - 
no utilizarse. Asi definida, se puede aplioar la invención a 

todos los sistemas de tratamiento de datos, grandes ordenado 
res o equipo de bolsillo, donde es necesario garantizar en - 

10. todo momento la integridad de las informaciones.
Aparecerán oca más claridad otras características 

y ventajas de la invención con ayuda de la descripción y de 
los planea que siguen.

La figura 1 representa# bajo forma simplificada# - 
15. un elemento de memoria para almacenamiento de carga elóotri- 

ca.
Las figuras 2A, 2B y 20 representan el esquema de 

elementos de memoria realisados respectivamente en tecnolo­
gía !%%3 y en tecnología NN%S.

20. La figura 3 es un esquema que muestra el equipe ne
oesario para la introducción del oaráoter teetigc en una me­
moria de almacenamiento de carga.

La figura 4 es un esquema que muestra una memoria 
de almacenamiento de carga en la que ee ha inscrito un carág, 

25. ter testigo y a la que se unen unos circuitos de maniobra —  
que permiten el acceso del oaráoter testigo en modalidad de 
lectura, impidióndolo en modalidad de escritura, así como el 
dispositivo de test del carácter testigo, según la Invención.

El elemento de almacenamiento de carga de la figu- 
30. ra 1 o cólula de almacenamiento de carga se compone de un —
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condensador 0 alimentado a traváa de un interruptor por - 
un generador de corriente 1̂ . Cuando está cerrado el inte-* - 
rruptor Ig, la corriente suministrada por el generador de co 
rriente 1̂  circula por el condensador C y carga este conden- 

5. aador en una Cantidad de electricidad A 0 que depende del tLem 
po At dorante el cual está cerrado el interruptor Ig según - 
la relación AQ * Î At. En el oaso de que se dó un valor cena 
tanto a la corriente 1̂  y al lapso de tiempo At, la cantidad 
de electricidad así introducida en el condensador C será cene 

10. tanto. Repitiendo asi n̂  veces los instantes de cierre del - 
interruptor Ig* se almacena una carga " n̂  At en el —  
condensador C. En la aplicación que interesa en la invención, 
es necesario cargar las oólulas o elementos de almacenamien* 
to que componen el carácter testigo, en una cantidad de elec 

15. tricidad inferior a la utilizada para memorisar las informa­
ciones distintas a las que figuran en el carácter testigo.

Según el principio que acabamos de exponer, se pue 
de resolver este problema cargando los elementos de almacén̂  
miento reservados al carácter testigo con una cantidad de —  

2̂ . electricidad = n̂  At y las otras cólulas con una can­
tidad de electricidad Qg -a ng IpAt donde ng corresponde al 
número de repotioión de los inatentos de cierre del interrug, 
tor Ig. El número ng deberá ser superior al número n̂ , para 
quo la cantidad do electricidad ̂  sea inferior a la esnti—  

23. dad de electricidad Qg* Úna ves cargados loa elementos con - 
las cantidades de electricidad Ó Og presentan entonces en 
los bornes do la capacidad C las diferencias de potenciales 
respectivos y Ó̂ g *̂ ¡r donde Estas di­
ferencias do potencial pueden entonces ser leídas por circuí 

30# tos exteriores* mediante cierre del interruptor 1̂ * Ea bien
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evidente que en otra forma de realizadla no demerita aquí, 
seria posible también obtener las dos eargaz y Qg por - - 
aplicación de dos tondones y Ug diferentes#

Las figuras 2A y 2B representan formas de realisa- 
3# oión diferentes de estas edlulas o elementos.

La odíala o elemento de memoria representada en la 
figura 2A comprende cuatro transistores# Los transistores 
y Qg se utilizan como carga resistiva, en tanto que los traga 
siatores y son retro-acoplados. Se memorisa una infer­

ió# nación en una de las ramas (Q,, Qg) ó (Qg, Q̂ ) cuando los —  
transistores de la otra rama conducen. Beta información se - 
conserva en ausencia de tensión de alimentación por las 
capacidades parásitas 0̂  o Cg de rejilla# En una realización 
en teonologia H#S, sus opacidades se descargan lentamente - 

13# en la unión constituida por la zona de difusión y, al nivel 
de los nudos A o B y el substrato P que está en el potencial 
de la masa (figura 2B). El afecto de desoarga se puede elimi 
nar por utilización del transiator HH%S, cuya constitución - 
parece en la figura 20. Bu esta figura, el substrato tiene 

20. una conductibilidad da tipo N y comprende dos zonas de difu­
sión P, una de las cualea está oonaotada al eleotrodo da 
alimentación y la otra al de drenaje# Sobre la superficie —  
del substrato H, entre las dos zonas de difusión P se depoa& 
tan sucesivamente! una capa de óxido do silicio SiOg, una Og 

23. pa da nitruro de silicio Si^ y una opa de aluminio.
Cuando este tipo de transistor está normalmente p& 

1erizado por generadores de corriente y tensiones exteriores? 
las cargas eléctricas circulan desdo las zonas de difusión P 
haoia la rejilla a través de la opa muy delgada do SiOg# 3o 

30. produce un efecto túnel que bloquea estas cargas eléctricas
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on la capa de nitruro da silicio. Su ausencia da toda alijen 
tación por loa generadores exteriores, estas cargas quedan - 
localizadas al nivel de la capa de nitruro ds silicio.

La introducción de un carácter testigo en el into- 
3. rioy do ana menoría de almacenamiento de cantidad de eleetri 

cidád tiene lugar por el dispositivo representado en la flgu 
ra 3# 33a esta figura* la memoria da almacenamiento 3 es una 
memoria de 10 0 líneas y 1 2 columnas, que realizan una capaci 
dad de 1200 odíalas o elementos do almacenamiento. Bn elojom 

10. pío de realización que se ha representado* la memoria eetá - 
dividida en 300 emplazamientos de 4 hits, que van de la ci­
fra o a la cifra 299; las cifras 0 1 2 se hallan corrolatí—  
Vae sobre la línea 0; las cifras 3 4 5 sobre la línea 1, -y - 
así sucesivamente..... Las 100 lineas so seleccionan a por—  

1 5, tir del descodificador do dirección BAN 4* La posición de un 
emplazamiento do 4 hits se e&scciona sobre una linea a par­
tir del doscodifioador de posición D.P̂ S 3* Bl descodifica—  
dor D.ADM4 descodifica las combinaciones de las suidas 0 a 
6 del contador binario C.3AK5. Este contador progresa a par- 

20. tir de segales binarias que llegan a su entrada Cg y están - 
generadas por la salida 2 de un contador 6 de 4 básculas, pi 
lotado por su parte en su entrada C% por las segales de re­
loj generadas por la salida 4 de la puerta ET 2.

El registro RADQ 9 es un registro de dcsplazamien- 
25. te de 9 básculas que contiene la diroeeión binaria del ampia 

zamiento do memoria de 4 bits que se trata de seleccionar. - 
Reciba en su entrada Cg las segales de reloj generadas per - 
la puerta ET 8. Inicialmento, este registro se carga por loa 
bits de dirección situados en la línea de dirección ÁQ* La - 

30. salida 2 del registro RAPQ está conectada a la entrada 1 del
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substractor 11. El registro 10 os tambión un registro de deg 
picamiento de 9 básculas, pilotado también por las señales 
de reloj que salen de la puerta ET 8 y que eos emitidas so­
bre su entrada Ĉ . Este registro se carga en origen por el - 

5+ ndmero 3, con ayuda de dos interruptores Ip a Ig* Su salida 
está conectada a la entrada 2 del substractor 11. La salida 
2 del registro 10 se reoiela sobre su entrada 1, de modo que 
en el ourso del da aplazamiento los bits de salida se reinyeg, 
tarán a su entrada. Bl substractor 11 opera la substraooión 

10. bit a bit de loa oontanidos del registro R ADQ 9 y del regís 
tro 10; el resultado que aparece en su salida 3 se reinyecta 
a la entrada 1 del registro B ADQ. De este modo, el registro 
R ADQ oontiene al final de la operaoián ds sustraooión el vig 
lor de la direooi&i del principio de la operaoián disminuido 

15, en 3 unidades. K1 comparador 12 señala en su salida 3 que el 
contenido del registro R ADQ es inferior al ndmero decimal 3. 
Este comparador va conectado por su entrada 1 a la salida, —  
del registro R ADQ y su entrada 2 a un árgano 16 que suadnig. 
tra por su salida 1 la combinación binaria 000.000.011, op—  

20. respondiente al námoro decimal 3. La salida 3 del compara­
dor 12 se aplica por una parte a la entrada 3 de la puerta - 
BT 8 y por otra parte a la entrada 1 del inversor 13 coya ag 
lida 2 está conectada a las entradas de validación del deaqg 
difioador de posición 3 y del descodifioador de dirección me 

25. moría D ABM 4. La puerta ET 8 recibe en su entrada 1 las se­
ñales suministradas por el generador de reloj 7 y en su en­
trada 2 la señal "start" que acciona teda la operación de djL 
recoionamiento. La memoria 1 está conectada a un registro de 
datos BB2 que contiene las informaciones que se trata de ea- 

30. cribir o de leer en la memoria según la dirección calculada
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por los medios de direccionaralanto. Bato registro se comuni- 
ca coa los órganos exteriores por la linea, de datos DO* La - 
memoria 1 y el registro RD están accionados en escritura y * 
en lectora por las señales S y 1̂ *

3. 31 funcionamiento del dispositivo? hecho con ayuda
del croacgrama de la figura 5? es el siguiente. En la inicig 
oión? se introduce la dirección del carácter testigo? en bi­
nario? en el registro R ADQ 9, así como el número decimal 3 
en el registro 10. Terminada la iniciación? se efectúa el —  

10. cálculo de dirección por aplicación de la señal "start* en - 
la entrada 2 de la puerta ET 8* Bl conjunto constituido por 
el registro R ADQ 9? el registro 10 y el subatraotor tt'efeg, 
túa la operación ADQ ̂  ADQ - 3? cada 9 impulsos de releja Al 
mismo tiempo? cada 9 impulsos de reloj? progresa el contador 

15. CADM un paso. Este ciclo prosigue hasta que el contenido del 
registro ADQ se hace inferior si número decimal 3a Realizada 
cota condición? el contador CABH contendrá la dirección li­
nca dol enplasamiento de memoria buscado y el contador R ADQ 
contendrá la posición de este emplazamiento, la escri- 

20. tura del carácter testigo con el emplazamiento asi seleccio­
nado puede entonoes tener lugar enviando a la línea B un nú­
mero determinado de "tops" de escritura durante el intervalo 
que separa el final del cálculo de la dirección hasta la oai 
da de la señal "atart". De este intervalo depende? natural—  

23. mente? la duración del tiempo de carga de elemento de memo­
ria que compone el carácter testigo? y de aquí su fragilidad.

La introducción del carácter testigo en la memoria 
tiene lugar en fabricación antes de proceder al ensambla jo - 
del módulo de memoria con el resto de los circuitos? que de- 

30. berán, cuando el producto cató terminado? cooperar con esta



rao moría. Ea nacosario, cuando se determine el producto, lmp¿ 
dir que ae produzcan esorituras de información intempestivas 
en el Interior de la zona teatigo, La figura 4 maestra al —  
dispositivo que habrá necesariamente que añadir en el careo 

3. de la fabricación al circuito de direooionaKiento de la msstg, 
ría y despuós de la inscripción del carácter teatigo. Se cog 
pone Aal deacedifloador 14 y de la puerta ET13. Lea entradas 
del deaoodlfloador 14 ae conectan a la linea de direcolón Â  
su salida ae conecta a una entrada do la puerta *3B* 13 de 2 

10. entradas, cuya otra entrada recibe la señal da aaeritara B y 
cuya adida sitúa al reglatro de datos RD y la memoria 1 en 
modalidad ̂ eaoritura". Asi pues, cuando aparece en la linas 
de dirección A§ una combinación binaria correspondiente a, 1& 
que define la dirección del carácter teatigo, la escritura - 

13* en la memoria y en el registro BDg as hallará impedida. Bata 
diepoaitivo impida, pasa, la aacrltura sn la zona testigo pjt 
re no la lectura de cata zona. El comparador 16 ticas sus.^ 
tradas 1 conectadas a la linea de datos Dp y recibe en sus - 
entradas 2 a 3 los bits de informaciones correspondientes al 

20. código previamente definido y previamente registrado en la - 
zona teatigo de la memoria. Bate código ae introduce en sus 
entradas 2 a 3 por loa interruptores a Ig. Cuando se ofe¿ 
tóa una lectura del contenido de la zona testigo de la memo­
ria 1, el carácter testigo queda depositado sobre la linca -

29. de datos Dp y se oocpara per medio del comparador 16 a loe -
bits de información presentes en las entradas 2 a 3. Si exig 
te igualdad entre la información presenta en la linea Dg y - 
la presente en las entradas 2 a 5, se emite una señal bina­
ria en la ealida 6 del comparador 16̂  B1 testigo laido se da

30. clara correcto. Si no hoy igualdad, la señal binaria emitida

10+
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por la salida 6 del comparador 16 toan un valor binario opues 
to# se declara incorrecto el testigo y, por consiguiente# se 
supone que han sido alteradas las informaciones contenidas - 
en la memoria t*

5. En la figura 4# los circuitos de direccionamiento
ya mencionados en el curso de la descripción de la figura 3 
ae han roprcsentado nuevamente# En efecto# nada se opone a - 
reutilizar los mismos circuitos do direccionamiento para la 
confección del producto que se lian utilizado en el curso de 

10. la fabricación para la inscripción dsl carácter testigo.
N O R A

la Patente de Invención que se solicita por veinte 
aSos para EspaRa# de acuerdo con la vigente Legislación# de4 
berá recaer sobro: "BiSPCSITivo m  p-RUESA RE m  OARACTsa 33s 

15.- TIGO INSCRITO 31 UNA MEMORIA", con Prioridad de la Solicitud 
de Patente en Francia nS 78 3654$ de 27 de Bieiombro do 1978, 
sagón las caractoristicas esenciales do las siguientes; -
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M I  V INDI CAO 1.0 N B 3 
1.- Dispositivo 3a prueba de un carácter testigo - 

inaorito en ana menoría, el cual poae* un código binario pre 
vi ámente definido, y previamente registrado en una zona de - 

3. memoria borrable Ae almacenamiento de cargas elóotrioas, pa­
ra garantízar la integridad de laa informaciones contenidas 
en una memoria, estando tal memoria asociada a modloa ds ma­
niobra que permiten la lectura del carácter testigo en la ag 
na que le está reservada e iâ idiendo la escritura de infOr* 

10. aaoión en dicha zona, caracterizado porque eoasprende un me­
dio de coaparaolón del carácter testigo leído a partir de —  
los medios de maniobra, oon el código binarlo previamente d& 
finido al efectuarse el registro del cardoter testigo en ol 
interior de di oha zona de memoria.

13* 2.- Dispositivo do prueba de un osráoter testigo -
inscrito en una memoria, segdn la reivindicación 1, camote- 
rizado porque los medios de maniobra de la memoria so oompo- 
nen de medios de direooionamiento de la memoria asedados a 
un descodifioador que invalida la maniobra da escritura de - 

20. la memoria cuando la direoción de la zona testigo se encuen­
tra presente a la entrada de los circuitos de Aireoeicnamiaa 
to de la memoria.

3.- "DISPOSITIVO DE PRUEBA DE UN CARACTER TESTIGO 
INSCRITO EN UNA MENORIA".

Sag&i queda sustanolalmente descrito en la preean-23
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te Mamaria que cenata Re trece hâ as, escritas a máquina par 
una sola cara y acompañada Re Ribazos.

Haas**' 27 BK-1379
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